
ダブルパルスレーザーアブレーションに対するレーザー照射遅延効果 

Effect of the laser delay time on the double-pulsed laser ablation 
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我々は複合ナノ結晶の構造制御を目指してダブルパルスレーザーアブレーション（D-PLA）

法の研究を進めている。我々はこれまでにプルーム衝突過程に対する雰囲気ガス圧力の影響を

報告し、衝撃波とプルームの衝突過程を議論してきた。本報告ではレーザー照射タイミングに

遅延をかけた時のプルームの挙動について報告する。 

2台のパルス YAGレーザーを用い Siターゲットは波長 355nm、フルエンス 14J/cm
2で、Ge

ターゲットは波長 266nm、フルエンス 13 J/cm
2で照射した。雰囲気ガスは Heを用い、ガス圧

力は 500Pa,1000Pa とした。先に Si ターゲットにレーザーを照射した後、遅延をかけて Ge タ

ーゲットに照射した。遅延時間（Td）は 0µsから 100µsまでとし、プルームの発光強度の時間

変化を ICCDカメラで撮影した。 

Fig.1 は雰囲気ガス圧力が 500Pa の時の、横軸を時間、縦軸を進展距離とした発光強度のコ

ンタープロットである。Ge ターゲットは 0mm、Si ターゲットは 9mmの位置に配置されてい

る。(a),(b),(c)は SiIの発光、(d),(e),(f)は GeIの発光であり、(a),(d)はシングルパルスレーザーア

ブレーション(S-PLA)法での、(b),(e)は Td=5µs、(c),(f)は Td=100µs での D-PLA の結果である。

S-PLAでの Siプルームの衝撃波面(SF)を(a)に破線で示し、Geプルームのコンタクトフロント

（CF）を(d)(e)(f)に白点で示した。(a)より、先発の Si プルームによる衝撃波は約 2µs 後に Ge

ターゲットに到達している。 (d),(e),(f)より、GeIのプルームは Td=5µsでは S-PLAの時よりも

進展が大きくなり、Td=100µsでは S-PLA時と同様のふるまいを示した。 

Td=5µs でプルームの進展が大きくなるのは対向衝撃波の通過後であるため、進展の変化は

衝撃波の影響であると考えられる。ポイントブラストモデルによれば衝撃波が通過した領域の

密度は元の雰囲気ガス密度ρ

より低下する。また、CFの進

展距離 R(t)は雰囲気ガス密度

ρの−1 5⁄ 乗に比例する。その

ため密度の低下は進展の増加

につながる。これが Td=5µsで

プルームの進展が大きくなっ

た 原 因 と 考 え ら れ る 。

Td=100µsで S-PLAと同様のふ

るまいをしたのは衝撃波通過

後十分時間が経過し元の雰囲

気ガスの密度と同程度になっ

たためであると考えられる。 
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